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Sekildeki devre yapisi kullanilarak 0.35um CMOS teknolojisi ile yiliksek dogruluklu bir
analog carpma devresi gerceklestirilecektir. Devrenin temel hiicresinin Al =I, -Ig c¢ikis
akiminin

-I0OpA < Al £ +100pA

siirlart arasinda degisebilmesi, Vx = V|-V’ ve Vy =V, —V,' giris isaretlerinin degisim
araliklarinin da

-IV SV <1V, -1V<Vy<1V

olmasi isteniyor. Al akim degisimi £I00pA sinir degerlerini aldiginda, Io ¢ikis akimini
gerilime doniistiirmek iizere ¢ikisa baglanacak Ry = 2k degerindeki bir yiik direncinin
tizerindeki gerilim degisiminin Vo =+1V olmas1 hedefleniyor (Vo = 1p.Ry).

a. Devreyi her iki giris de referans potansiyeli ¢cevresinde degisecek sekilde diizenleyiniz.
b. Kutuplama sartlarini (gerilim ve akimlar) ve tranzistorlarin W/L oranlarin1 belirleyiniz.

SPICE benzetim programi yardimiyla

c. (a) da tasarladiginiz analog carpma devresinin DC gecis karakteristiklerini
¢ikartiniz. Bunun i¢in Vy gerilimini parametre alarak ve Vy giris gerilimini uygun
sinirlar arasinda degistirerek Vq geriliminin degisimini inceleyiniz.

d. Ayni1 incelemeyi Vy gerilimini parametre alarak ve Vy giris gerilimini uygun sinirlar
arasinda degistirerek tekrarlayiniz.

e. Vy gerilimini parametre alarak v,/vy gerilim kazancinin frekansla degisimini
inceleyiniz.

f. Vx gerilimini parametre alarak v,/v, gerilim kazancinin frekansla degisimini
inceleyiniz.

g. Giriglerin birine f;=0.2MHz, digerine f,=2MHz frekansli siniis bi¢imli iki isaret
uygulayarak cikis isareti deglslmlnl farkl giris genlikleri i¢in inceleyiniz.

h. (h) da elde ettiginiz degisimler i¢in ¢ikis isaretinin harmonik distorsiyonunu
ve intermodiilasyon distorsiyonunu inceleyiniz.

i. Elde ettiginiz sonuglar1 yorumlayiniz.
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Disirt bislzeli CMOS analog carpma deviesi.




